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1.はじめに 

 我々のグループでは、これまでに、プラズマ支援分子線堆積(PAMBD)法を用いた ZnO 層の形成

と薄膜トランジスタ応用に関する研究を行ってきた。ZnO-TFT においては、薄膜内の深い準位に

起因する電気的特性の不安定性が問題となっており、特性改善に向けた深い準位の評価が有効で

ある。我々のグループでは、TFT デバイス構造を直接評価する目的で、電流 DLTS 法によるデバ

イス特性の評価と解析を進めている。今回の発表では、ZnO 薄膜およびそれをチャネルに用いた

TFT に対し酸素雰囲気中で熱処理を施し、構造および電気的特性評価を行った結果について報告

する。 

2.実験方法 

熱酸化法により SiO2 膜を形成した n
+
-基板上に、PAMBD

法を用いて基板温度300℃の条件でZnOチャネル層を形成し

た。Al 蒸着により、ZnO 表面にソース、ドレイン電極、基

板裏面にゲート電極を形成し、ボトムゲート型 TFT 構造を作

製した。また、ZnO 表面に Al 電極を形成し、Hall 測定用の

試料を作製した。各試料は、酸素雰囲気中で 100～500℃の条

件において熱処理を 1 時間行った。その試料に対して XRD

測定、I-V 測定、Hall測定を行った。 

3.結果及び考察 

TFT 試料は、酸素雰囲気中で 200℃以上の熱処理によ

り、飽和領域が確認された(図 1)。また、熱処理の温度上

昇に伴い、キャリア密度、移動度は低下することが確認

された。図 2に Hall測定用試料および TFT 試料における

熱処理温度と移動度の関係を示す。200℃の熱処理におい

て最大で 9.0 cm2/Vsの移動度が得られた。電流 DLTS 法

による評価においては、活性化エネルギー595meV、捕獲

断面積 1.6×10
-14

cm
2を示す電子トラップが検出された。

熱処理条件によって DLTS 信号の振る舞いが大きく変化

するため、詳細な解析を進めている。 
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Fig.1 Output characteristic of ZnO-TFT. 

Fig.2 Mobility of ZnO thin film. 
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